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ES 2317468 T3

DESCRIPCION

Dispositivo de iluminacién y/o sefializacién para vehiculo, asociado a una electrénica de alto nivel de integracién.

La invencién concierne de manera general los dispositivos de iluminacién y/o sefializacién, como los proyectores,
destinados a montarse en vehiculos automdviles.

Mas particularmente, la invencién concierne un dispositivo de iluminacién y/o sefializacién para un vehiculo que
comprende una fuente de luz y medios electrénicos de alimentacion y de control. La invencién concierne igualmente
una fuente de luz apropiada para montarse en un dispositivo como ese.

La evolucién técnica actual en el campo del automévil tiende a una mayor integracién de componentes y circuitos
electrénicos en los vehiculos.

En particular, por lo que concierne los proyectores de iluminacién y de sefializacién, la parte de la electrénica en
la composicién de los productos ha aumentado de modo muy importante en estos dltimos afios, en particular con la
introduccién de las ldmparas de descarga en los proyectores y de los diodos electroluminiscentes en los intermitentes.

En los préximos afos, esta evolucion sélo puede proseguir en los sistemas de iluminacién y/o sefializacion teniendo
en cuenta la introduccién progresiva de las funciones avanzadas de tipo AFS, entre las cuales se encuentra en particular:

- una funcién llamada DBL (“Dynamic Bending Light” en inglés para faros direccionales méviles): esta fun-
cioén permite orientar un haz luminoso producido por una fuente de iluminacién, por ejemplo desplazando
un reflector con respecto a la fuente de iluminacidn a la que estd asociado, de modo que cuando el vehiculo
ataca un viraje, se ilumina la carretera de forma 6ptima;

- una funcién llamada FBL (“Fixed Bending Light” en inglés para faros direccionales fijos): esta funcion tie-
ne como proposito el iluminar progresivamente los margenes de la carretera cuando el vehiculo efectiia un
viraje; con este propésito se afiade una fuente de iluminacién suplementaria que completa progresivamente
los faros de cruce o de carretera durante la realizacion de un viraje;

- una funcién llamada DRL (“Day Running Light” en inglés): esta funcidn, habitualmente llamada luces de
circulacién diurna, garantiza el encendido permanente de proyectores del dispositivo proyector, en particu-
lar para sefalar a los peatones la presencia del vehiculo en circulacién y evitar de ese modo los choques
con peatones;

- una funcién llamada “Town Ligh” en inglés, para luces de ciudad. Esta funcién proporciona un ensancha-
miento de un haz de tipo de luz de cruce disminuyendo ligeramente al mismo tiempo su alcance;

- una funcién llamada “Motorway Light” en inglés, para luces de autopista. Esta funcién proporciona un
aumento del alcance de una luz de cruce;

- una funcién llamada AWL (“Adverse Weather Light” en inglés, para luces para mal tiempo). Esta funcién
proporciona una modificacién de un haz de luz de cruce de manera que el conductor no queda deslumbrado
por reflejos de su propio proyector;

- una funcién llamada “Overhead Light” en inglés, para luz sobreelevada. Esta funcién proporciona una
modificacién de un haz de luz de cruce de modo que los pérticos situados en altura quedan iluminados de
manera adecuada por medio de las luces de cruce.

La parte creciente de la electrénica en los sistemas de iluminacién y/o sefializacién orienta los esfuerzos actuales
de investigacion y desarrollo hacia una integracion cada vez mayor de los circuitos electrénicos y en particular la
integracién en un mismo sustrato de componentes de potencia y de componentes dedicados al control. Ademas de los
beneficios en compacidad, la integracién de los componentes electrénicos proporciona diferentes efectos ventajosos
conocidos como mejores prestaciones y fiabilidad y menores costes.

La integracion de los componentes de potencia como transistores IGBT (para “Insulated Gate Bipolar Transistor”
en inglés) o MOS presenta dificultades particulares debidas a la gestion de las exigencias térmicas de los circuitos.

La entidad inventora conoce un balasto electrénico para la alimentacion de una ldmpara de descarga de tipo xenén
que comprende en un mismo sustrato cuatro transistores de potencia IGBT y otros compuestos diferentes de tipo
analdgico y digital.

Ese balasto segun la técnica anterior se muestra en la Fig. 2 y se designa 11,, a continuacion.

La Fig. 2 muestra en vista superior la implantacién de los diferentes circuitos integrados del balasto 11,, en un
substrato SUB,, de tipo circuito impreso. Los circuitos integrados denominados P1, P2, P3 y P4 son los de cuatro

transistores de potencia IGBT que forman un puente de conmutacién de un convertidor de tensién de tipo continua-
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alterna (DC/AC) que estd incluido en el balasto 11pa. Los componentes referenciados globalmente como P6 son los
de un convertidor de tensién de tipo continua-continua (DC/DC) y de un circuito de control incluido generalmente en
el balasto 11,,.

Se utilizan técnicas de microelectronica conocidas para implantar los componentes electrénicos sobre el substrato
SUB,, y establecer las conexiones eléctricas necesarias entre ellos. A pesar de que este balasto de la técnica anterior
presenta un nivel de integracion ya relativamente elevado y satisfaga las diferentes exigencias, en particular de elevada
temperatura (temperatura superior a 150°C), impuestas a este tipo de circuito en un proyector de iluminacion, es desea-
ble proponer ahora nuevas soluciones que permitan avances adicionales en la integracién de los circuitos electrénicos
dedicados a los sistemas de iluminacién y/o sefializacion.

Se conoce en el estado de la técnica en particular los documentos EP 0 746 186 y US 2003/153122, asi como el
articulo “An innovative Technique for Packaging Power Electronic Building Blocks Using Metal Posts Interconnected
Parallel Plate Structures”, de S. HAQUE, K. XING, R.-L. LIN, C.T.A. SUCHICITAL, G.-Q. LU, D.J. NELSON, D.
BOROIJEVIC y E.C. LEE, aparecido en “IEEE TRANSACTIONS ON ADVANCED PACKAGING”, VOL. 22, NO 2,
mayo 1999, paginas 136-144.

Segtin un primer aspecto, la presente invencién proporciona un dispositivo de iluminacién y/o sefializacién para
vehiculo automévil que comprende una fuente de iluminacién y medios electrénicos de alimentacién y de control,
comprendiendo los medios electrénicos al menos un circuito que comprende al menos un apilamiento de circuitos
integrados formado por al menos dos componentes, caracterizado por el hecho de que los componentes son compo-
nentes de potencia , por el hecho de que se fija una cara inferior de un componente de potencia a una cara superior de
otro componente de potencia, y por el hecho de que el circuito comprende un substrato de tipo circuito impreso de alta
temperatura, de tipo capton, de tipo ceramico o de tipo banda para bastidores de componentes.

Correlativamente, la invencién concierne igualmente un sistema de iluminacién y/o sefalizacién para vehiculo
automovil caracterizado por el hecho de que comprende al menos dos dispositivos de iluminacién y/o sefializacién
seglin una al menos de las reivindicaciones precedentes.

Segtin una forma de realizacién particular, la fuente de iluminacién comprende una ldmpara de descarga y el
susodicho circuito es un convertidor de tipo continua-alterna que alimenta la ldmpara de descarga. Preferentemente, la
ldmpara de descarga es de tipo Xendn.

Seglin otras caracteristicas particulares adicionales:

- El circuito que comprende al menos un apilamiento de circuitos integrados estd comprendido en un balasto
electrénico del susodicho dispositivo.

- El circuito que comprende al menos un apilamiento de circuitos integrados estd comprendido en un médulo
electrénico asociado a la lJampara de descarga y forma con ésta un conjunto compacto.

- El circuito comprende un puente de conmutacién de cuatro transistores y dos apilamientos de circuitos
integrados formados cada uno de ellos con dos transistores de una misma rama del puente de conmutacién.
Preferentemente, los transistores son de tipo IGBT o MOS.

- El substrato comprende al menos una via térmica a nivel de al menos un apilamiento de circuitos integrados.

- El circuito comprende un drenaje térmico con el que estd en contacto térmico una cara del substrato.
Preferentemente, el drenaje térmico lo forma un alojamiento que contiene al circuito.

- El substrato y el drenaje térmico se fijan uno a otro por medio de un adhesivo y/o una hoja de preimpreg-
nado.

- El circuito comprende igualmente medios de conexién eléctrica que comprenden una banda para bastidores
de componentes y/o hilos conductores soldados.

Segtin otra caracteristica, el apilamiento de circuitos integrados comprende igualmente un circuito integrado de
circuito de control apilado con los componentes de potencia.

Segtin la forma de realizacion de la invencion, este circuito integrado de circuito de control podra tomar diferentes
formas y realizar diferentes funciones. De este modo, en el caso en el que el apilamiento de circuitos integrados esté
implantado en un balasto de ldmpara de descarga, el circuito integrado de circuito de control construido alrededor
de un microcontrolador o microprocesador realizard por ejemplo la gestién de control de los convertidores continua-
continua y continua-alterna del balasto. En el caso en el que el apilamiento de circuitos electrénicos esté implantado
en un médulo electrénico que estd asociado a una ldmpara de descarga y que forma con ella un conjunto compacto, el
circuito integrado de circuito de control realizara por ejemplo todas o algunas de las funciones de gestion de la lampara
como funciones de inteligencia de tipo HDL.
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Segtin otros aspectos, la invencién concierne igualmente una fuente de iluminacién apropiada para montarse en
un dispositivo o sistema de iluminacién y/o sefializacion segiin la invencién, y un vehiculo automdévil equipado con al
menos una fuente de iluminacién o un dispositivo de iluminacién y/o sefializacién segin la invencién.

Otros aspectos y ventajas de la presente invencion se hardn mas evidentes con la lectura de la descripcion de formas
de realizacion particulares que viene a continuacion, esta descripcidn se da a titulo de ejemplo no limitativo y se hace
en referencia a las figuras en anexo, en las cuales:

la Fig. 1 muestra una primera forma de realizacién particular de un proyector segtn la invencién en la cual se
implantan apilamientos de circuitos integrados en un balasto del proyector;

la Fig. 2 muestra en vista superior la implantacién de diferentes circuitos integrados en un balasto segun la técnica
anterior;

la Fig. 3 muestra en vista superior la implantacion de apilamientos de circuitos integrados en un balasto compren-
dido en el proyector de la Fig. 1;

la Fig. 4 es una vista parcial en seccién del balasto de la Fig. 3;y

la Fig. 5 muestra una segunda forma de realizacién particular de un proyector segin la invencion en la cual se
implantan apilamientos de circuitos integrados en una fuente de iluminacién del proyector.

En referencia a la Fig. 1, se describe a continuacién una primera forma de realizacién particular, referenciada
globalmente como 1, de un dispositivo de iluminacién y/o sefializacion como el proyector segtn la invencion. En esta
forma de realizacidén particular, la fuente de iluminacién es una ldmpara de descarga de tipo Xendn.

Como se muestra en la Fig. 1, el proyector 1 comprende esencialmente una fuente de iluminacién 10, un médulo
electrénico de alimentacién de ldmpara 11, un reflector 12 y un alojamiento 13 en el que se montan los elementos
mencionados anteriormente.

Por supuesto, el alojamiento 13 estd asociado a un cristal (no representado) que permite una emisién hacia el
exterior del haz luminoso producido por el proyector 1.

Mais precisamente, la fuente de iluminacién 10 comprende una ldmpara de descarga 100 de tipo Xendén y un médulo
de cebado de alta tensién (HT) 101.

La ldmpara de descarga 100 y el médulo de cebado HT 101 forman un conjunto compacto que puede separarse o
no en dos partes en funcion del estandar utilizado, por ejemplo D1 o D2.

El médulo de alimentacién de ldmpara 11 es un dispositivo, llamado habitualmente “balasto”, que proporciona
a partir de una tensién continua de bateria VB del vehiculo tensiones elevadas que se adaptan al tipo de ldmpara de
descarga utilizada.

Como se muestra en la Fig. 1, el balasto 11 comprende fundamentalmente un convertidor de tensién 110 de tipo
continua-continua (DC/DC), un convertidor de tensién 111 de tipo continua-alterna (DC/AC) y un médulo de control
112.

El convertidor DC/DC 110 recibe como entrada la tensién continua de bateria VB y proporciona como salida una
alta tension continua VDy,.

El convertidor DC/AC 111 recibe la alta tensidon continua VDy, y entrega una alta tension alterna VA, que se
proporciona, a través de un cable blindado 14, al médulo de cebado HT 101.

El médulo de control 112 es por ejemplo de tipo microprocesador y controla una alimentacion regulada de la fuente
de iluminacién 10 por medio de una gestién apropiada de los convertidores 110 y 111. De manera clésica, se pueden
prever bucles de realimentacion negativa para regular la corriente y la tension de la alimentacién entregada a la fuente
de iluminacién 10.

En esta forma de realizacién particular, el médulo de control 112 estd conectado a una unidad de control electrénico
(no representada) a través de una conexién de comunicacién 15 por ejemplo de tipo LIN o CAN. Esta unidad de
control electrénico, segtin la solucién implantada en el vehiculo, es por ejemplo una unidad dedicada al control de la
iluminacidn/sefializacién o una unidad central del vehiculo. El médulo de control 112 recibe de ese modo instrucciones
como una instruccién de marcha/paro e instrucciones de modos de iluminacién correspondientes a diferentes modos
de iluminacién posibles. Estos diferentes modos de iluminacién son por ejemplo aquellos preconizados en los sistemas
de tipo AFS (para “Advanced Front lighting System” o “Adaptative Front lighting System” en inglés).

Como se muestra de manera esquemadtica en la Fig. 1, el convertidor AC/DC 111 comprende un puente de con-
mutacién de alta tensién que comprende 4 transistores de potencia de tipo IGBT, llamados IGBT;,;, IGBT,,, IGBT,, e
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IGBT,,. De manera conocida en este tipo de puentes, el puente estd formado por 2 ramas simétricas, a saber, la rama
IGBT,,, IGBT,, y la rama GBT},, IGBT,,, y es controlado en conmutacién (conduccién o corte del transistor) por
medio de sefiales de control de conmutacién proporcionadas por el médulo de control 112. Segtin una variante, los
cuatro transistores de potencia son de tipo MOS.

Segtn la invencion, se utiliza una técnica de apilamiento de circuitos integrados para la realizacién del circuito
electrénico del balasto 11.

Esta técnica de realizacion del balasto 11 segtin la invencion se describe a continuacién en referencia a las Figs. 3
y 4.

Como muestra mds particularmente la Fig. 3, los transistores IGBT,; e IGBT,, se apilan sobre los transistores
IGBT,, e IGBT), respectivamente.

Los apilamientos de IGBT,,;, IGBT,, e IGBT,,, IGBT);, se implantan en el substrato SUB a una y otra parte de
una zona central en la cual se implanta un circuito integrado P7. En el circuito integrado P7 se localizan los otros
bloques funcionales del balasto 11 descrito en referencia a la Fig. 1, a saber, en particular el convertidor DC/DC 110
y el médulo de control 112.

En la Fig. 3 se puede ver igualmente una banda para bastidores de componentes de tipo “Lead Frame” LF y un
cierto nimero de hilos conductores soldados BW.

Aqui se hara constar el aumento de compactacién permitido por la invencion, y ello gracias a una sencilla compa-
racion de las vistas superiores de las Figs. 2 y 3 que se han realizado con escalas fundamentalmente iguales.

La Fig. 4 muestra detalles de realizacion del balasto 11 segin la invencidn. La seccién mostrada en la Fig. 4 se
encuentra a nivel del apilamiento IGBT,;, IGBT},.

En esta forma de realizacién particular, el balasto 11 comprende, como substrato SUB, una tarjeta de circuito
impreso PCB que sirve de soporte para la implantacion de los circuitos integrados. La tarjeta PCB se realiza por
ejemplo a partir de un circuito impreso de alta temperatura de tipo FR4 o FRS, o en capton para una mejor conduccién
térmica.

Por supuesto, para la tarjeta PCB se pueden utilizar otros estdndares conocidos por el hombre de la técnica y su
eleccion dependerd fundamentalmente de la aplicacion en la cual se empleard la invencion. Ademas, como variante, se
puede realizar el substrato SUB a partir de una plaqueta de cerdmica o se puede montar directamente los componentes
electrénicos sobre una banda para bastidores de componentes que realiza en ese caso la funcién del substrato SUB
(tecnologia llamada “lead frame”).

En la Fig. 4, la tarjeta PCB es de tipo doble cara y comprende partes conductoras en cobre 113 sobre partes
superficiales.

Se dispone un cierto nimero de vias térmicas 114 en la tarjeta PCB. Las vias térmicas 114 aqui se encuentran a
nivel de los componentes de potencia IGBT,, IGBT},;, IGBT,, IGBT}, y facilitan una evacuacién del calor hacia un
drenaje térmico 115.

En esta forma de realizacién particular, el drenaje térmico 115 lo constituye un alojamiento de aluminio del balasto
11 en el cual se aloja el circuito electrénico.

Aqui se emplea un adhesivo 116 para fijar la tarjeta PCB, a nivel de una primera cara de cobre 113, a una pared de
fondo del alojamiento 115. En otras formas de realizacion, la tarjeta PCB se monta en el alojamiento 115 por medio
de un interfaz térmico o se monta en caliente por medio de una hoja de preimpregnado (“prepeg” en inglés).

Una pasta de soldadura 117, depositada por ejemplo por serigrafia, establece después de ser calentada una cone-
xi6n rigida conductora entre pistas conductoras de una segunda cara de la tarjeta PCB y la banda para bastidores de
componentes LF.

Segtin la invencion, los apilamientos de circuitos integrados IGBT},, IGBT;;, e IGBT,, IGBT,, se forman a conti-
nuacién por ejemplo utilizando la técnica llamada “COB” (para “Chip On Board” en inglés) o “circuito integrado en
tarjeta”.

Se utiliza un adhesivo 118 para fijar una cara inferior del transistor IGBT;, IGBT,, a una parte correspondiente
de la banda para bastidores de componentes LF y para fijar una cara inferior del transistor IGBT,;, IGBT}, a una cara
superior del transistor IGBT},,, IGBT),, respectivamente.

Se realizan a continuacién conexiones eléctricas por soldadura de hilos conductores BW que unen las pastillas de
conexion eléctrica de los transistores a partes correspondientes de la banda para bastidores de componentes LF.
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Se observard, como aparece en la Fig. 4, que el transistor IGBT,,;, IGBT,, sélo recubre parcialmente el transistor
IGBT,,, IGBT),, respectivamente. Esta caracteristica permite, por una parte, conexiones eléctricas por hilo BW en la
cara superior aparente del transistor IGBT),;, IGBT), y, por otra parte, una mejor evacuacién térmica.

La utilizacién de una banda para bastidores de componentes LF es una solucién apropiada en microelectronica de
potencia para permitir el paso de una corriente importante. Sin embargo, en ciertas aplicaciones de la invencidn, serd
posible no utilizarla, al menos parcialmente, y soldar directamente hilos conductores BW a pastillas de cobre de la
tarjeta PCB, en particular cuando las exigencias de ocupacién de espacio se hacen mas laxas y que las pistas de cobre
pueden tomar una amplitud suficiente para el paso de fuertes corrientes.

El apilamiento de circuitos integrados realizado segtin la invencidn satisface las importantes exigencias térmicas a
las que estd sometida la electrénica de potencia en el entorno de un dispositivo de iluminacion y/o sefializacién como
un proyector. De este modo es posible obtener una electrénica de potencia que posea un alto nivel de integracidon y que
funcione en un entorno cuya temperatura puede sobrepasar los 150°C.

Se observara que el resultado anteriormente citado se obtiene gracias al apilamiento de circuitos integrados reali-
zado segun la invencién y a la combinacién entre los diferentes medios y técnicas descritos en referencia a las Figs. 3 y
4 que permiten un control de la resistencia térmica global entre los circuitos integrados de los transistores de potencia
y el drenaje térmico 115.

Se observard igualmente que la invencién no se limita al apilamiento de dos transistores de potencia, pudiéndose
realizar apilamientos mds importantes sin salir sin embargo del marco de la invencién. De este modo, por ejemplo, en
una variante de realizacion, el médulo de control 112 (Fig. 1) estd implantado en un circuito integrado de circuito de
control que se apila con los transistores IGBT,,, IGBT,; o IGBT;,, IGBT},.

En referencia a la Fig. 5, se describe brevemente a continuacién una segunda forma de realizacién particular,
referenciada globalmente con 1°, de un proyector segun la invencién.

En el proyector 1°, el puente de conmutacién de alta tensién formado por los transistores IGBT,;, IGBT},; e IGBT,,,
IGBT), estd integrado en un médulo electrénico 102’ asociado a la 1dampara de descarga 100’. El médulo electrénico
102’ comprende pues el médulo de cebado HT 101’ y el puente de conmutacién IGBT,;, IGBT,; e IGBTy,, IGBT),.

Esta segunda forma de realizacién utiliza pues una fuente de iluminacién 10’ que incorpora, en la forma de un
moédulo 102°, una electrénica que presenta un nivel de integracion superior al de la fuente de iluminacién 10 de la
Fig. 1. Este nivel de integracién superior se obtiene, segin la invencién, gracias a la utilizacién de la técnica de
apilamiento de circuitos integrados descrita mds arriba en referencia a las Figs. 3 y 4. Ventajosamente, en esta forma
de realizacion, se utiliza un mismo substrato SUB para el médulo de cebado HT y el puente de conmutacién IGBT,,
IGBThl € IGBsz, IGBThz

Por supuesto, en esta segunda forma de realizacién, el balasto 11’ del proyector 1’ presenta una compacidad
superior teniendo en cuenta la implantacién del puente de conmutacién IGBT,,, IGBT,; e IGBT,,, IGBT,, en la
fuente de iluminacién 10°.

La presente invencién no se limita a los detalles de las formas de realizacién descritas aqui a titulo de ejemplo,
sino que se extiende por el contrario a las modificaciones al alcance del hombre de la técnica, quedando el alcance
de la invencién definido por las reivindicaciones en anexo. De este modo, por ejemplo, permaneciendo al mismo
tiempo dentro del alcance de la invencidn, el hombre de la técnica podré en ciertas aplicaciones utilizar técnicas de
encapsulacién como una técnica que utiliza un gel de silicona u otros. Estas técnicas de encapsulacién pueden en
efecto revelarse ventajosas en particular para incrementar la compacidad de los médulos electrénicos como el médulo
102’ de la fuente de iluminacién 10°.

Referencias citadas en la descripcion

Esta lista de referencias citadas por el solicitante estd prevista inicamente para ayudar al lector y no forma parte
del documento de patente europea. Aunque se ha puesto el miximo cuidado en su realizacion, no se pueden excluir
errores u omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad en este respecto.

Documentos de patente citados en la descripcion

e EP 0746186 A [0012] e US 2003153122 A [0012]
Documentos que no son patentes citados en la descripcion

¢ S. HAQUE; K. XING:; R.-L. LIN; C.T.A. SUCHICITAL; G.-Q. LU; D.J. NELSON; D. BOROJEVIC; E.C.
LEE. An Innovative Technique for Packaging Power Electronic Building Blocks Using Metal Posts Interconnected

Parallel Plate Structures. IEEE TRANSACTIONS ON ADVANCED PACKAGING, Mai 1999, vol. 22 (2), 136-144
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de iluminacién y/o sefalizacion para vehiculo automévil que comprende una fuente de iluminacién
(10, 10’) y medios electrénicos de alimentacién y de control (11, 11°; 101, 101”), comprendiendo los medios electré-
nicos al menos un circuito que comprende al menos dos componentes (IGBT},, IGBT,;; IGBT,,, IGBT};,) de potencia
caracterizado por el hecho de que los componentes (IGBT,;, IGBT,;; IGBT,,, IGBT,;,) de potencia se forman me-
diante un apilamiento de circuitos integrados y por el hecho de que se fija (118) una cara inferior de un componente
de potencia (IGBT,,;, IGBT);,) a una cara superior de otro componente de potencia (IGBT},;, IGBT);) y por el hecho
de que el circuito comprende un substrato (SUB) de tipo circuito impreso de alta temperatura, de tipo capton, de tipo
cerdmico o de tipo banda para bastidores de componentes.

2. Dispositivo segtn la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que la susodicha fuente de iluminacién
(10, 10’) comprende una lampara; de descarga (100, 100’) y el susodicho circuito es un convertidor de tipo continua-
alterna (111) que alimenta la ldmpara de descarga.

3. Dispositivo segun la reivindicacion 2, caracterizado por el hecho de que la lampara de descarga (100, 100’) es
de tipo Xen6n.

4. Dispositivo segtin la reivindicacién 2 6 3, caracterizado por el hecho de que el susodicho circuito estd com-
prendido en un balasto electrénico (111) del susodicho dispositivo.

5. Dispositivo segtin la reivindicacién 2 6 3, caracterizado por el hecho de que el susodicho circuito estd com-
prendido en un médulo electrénico (101°) asociado a la susodicha lampara de descarga (100’) y forma con ésta un
conjunto compacto.

6. Dispositivo segiin una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, caracterizado por el hecho de que el susodicho
circuito comprende un puente de conmutacion (111) de cuatro transistores (IGBT,,, IGBT,;; IGBT,,, IGBT};) y dos
apilamientos de circuitos integrados formados cada uno de ellos con dos transistores de una misma rama del puente
de conmutacién.

7. Dispositivo segtin la reivindicacion 6, caracterizado por el hecho de que los susodichos transistores son de tipo
IGBT o MOS.

8. Dispositivo segun la reivindicacién 7, caracterizado por el hecho de que el susodicho substrato comprende al
menos una via térmica (114) a nivel de al menos un susodicho apilamiento de circuitos integrados (IGBT,,;, IGBT,;;
IGBTy,, IGBT,).

9. Dispositivo segun la reivindicacién 8, caracterizado por el hecho de que el susodicho circuito comprende
igualmente un drenaje térmico (115) con el que estd en contacto térmico una cara del susodicho substrato.

10. Dispositivo segtn la reivindicacion 9, caracterizado por el hecho de que el susodicho drenaje térmico lo forma
un alojamiento (115) que contiene al susodicho circuito.

11. Dispositivo segtin la reivindicacién 9 6 10, caracterizado por el hecho de que la susodicha cara del susodicho
substrato (SUB) y el susodicho drenaje térmico se fijan una a otro por medio de un adhesivo (116) y/o una hoja de
preimpregnado.

12. Dispositivo segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por el hecho de que el su-
sodicho circuito comprende igualmente medios de conexion eléctrica que comprenden una banda para bastidores de
componentes (LF) y/o hilos conductores soldados (BW).

13. Dispositivo segtin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado por el hecho de que al menos
un susodicho apilamiento de circuitos integrados comprende igualmente un circuito integrado de circuito de control
(110, 112) apilado con los susodichos componentes de potencia.

14. Sistema de iluminacién y/o sefializacién para vehiculo automévil, caracterizado por el hecho de que com-
prende al menos dos dispositivos de iluminacién y/o sefializacion (1) segin al menos una de las reivindicaciones
precedentes.

15. Fuente de iluminacién apropiada para montarse en un dispositivo de iluminacién y/o sefializacién segin una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende una ldampara (100’) y un médulo electrénico (102°) asociado
a la susodicha ldmpara, caracterizada por el hecho de que el susodicho médulo electrénico comprende al menos un
circuito que comprende al menos un apilamiento de circuitos integrados formado por al menos dos componentes de
potencia (IGBT,;, IGBT,;; IGBT,,, IGBT\,), y por el hecho de que el circuito comprende un substrato (SUB) de tipo
circuito impreso de alta temperatura, de tipo capton, de tipo cerdmico o de tipo banda para bastidores de componentes.
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16. Vehiculo automévil caracterizado por el hecho de que comprende al menos un dispositivo de iluminacién y/o
seflalizacion (1, 1°) segiin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.

17. Vehiculo automévil caracterizado por el hecho de que comprende al menos una fuente de iluminacién (10”)
segun la reivindicacion 15.
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